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11. Tém tét cac két qué mai cta luan an:

+ Vai trd ciia mot sé théng sé chinh cla pin da duwoc nghién clru bang mé phdng . Két qua da chi ra do day tbi
wu I&p CIGS 1a 3000 nm va gia tri dd rd ng ving cdm 1a 1,4 eV. Pin mét troi véi cAu tao trén c6 cac thong s
hiéu nang: dong doan mach Jsc = 30.19 mA/cm?; thé hé mach Voc = 0,67 V; hé sb dién day ff = 0,83 va hiéu
suat chuyén dbi n = 17,6 %.

+ Cac mang madng trong subt dan dién ZnO pha tap Al da duwoc ldng dong lén dé thach anh béng ky thuat Idng
dong dién tlr xung (PED). Hai hé mau da dwoc ché tao , mot tai nhiét do phong dwdi cac ap suat oxy b5, 10,15
va 20 mTorr, mot hé tai 10 mTorr oxy tai nhiét dé tir nhiét d6 phong dén 600 °C. Dbi v&i hé thir nhat, ap suét ti
wu 1a 10 mTorr. D4i v&i hé thi hai, dién tré suét thap nhat 3,4 x 102 Q.cm da thu dwoc & nhiét dd ché tao 400
°C.

+ Cac mang mdng Cu (InGa)Se, dwoc ché tao bang PED tir bia Cu (Ing;Gag s)Se,. Céc tinh chét clia mau nhw
hinh thai hoc, d6 day, tinh thé hoc va dd hap thu phu thudc manh vao diéu kién ché tao . Mau tét nhat dwoc ché
tao tai thé 12 kV va nhiét d & 600 °C. Két qua nay cho thay tiém ndng ctia PED trong viéc ché tao cac mang
CIGS.



+ Dé tim ra chét tao phurc thich hop nhét cho lang dong Ga , mang méng CuGaSe , (CGS) da dwoc l&ng dong
lén dé ITO bang k¥ thuat dién hoa tlr cac dung dich chira cac axit khac nhau . Néng d6 Ga da dat 16 % tai thé -

0.95 V tr dung dich chtra axit hydrochloric va axit sulphamic.

+ Mang méng CulnGaSe (CIGS) da dwoc lang dong trén dé thuy tinh Mo /soda-lime l&ng dong dién hoa & céac
thé tir -0,3 dén -1,1 V vs. Ag/AgCl. Sy thay dbi thanh phan theo thé dién hoa dworc giai thich béng sé liéu Vol -
Ampe vong. Mét khoang thé thich hop -0,8 V dén -1,0 V da dwoc tim thay dam bao thu dwoc hop thire 6n dinh .
Béng cach diéu chinh néng d6 dung dich dién phan , chung t6i da thu dwoc hop thirc mong muén
Cu(Ing 7Gag 3)Se,.

+ Dé khao sat kha nang trng dung cla Iép CIGS ché tao bang dién hoa, cac mau pin mat troi don gidn da dwoc

ché tao va hiéu suét chuyén dbi 12,6% da thu dwoc trén mau tét nhét.

12. Kha nang (ng dung thyc tién: (rng dung trong nghién ctru va ché tao pin mat tréi mang méng dua trén I6p
hép thu CIGS.

13. Nhitrng hwéng nghién clru tiép theo: Trén co s& cac két qua da thu dwoc, ching tdi sé tién hanh ché tao

cac mau thir 1a cac pin mat trdi mang moéng CIGS ¢6 cau tric hoan chinh.
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